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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Синтез, структура та властивості нових тетрарних халькогенідів для термо- та оптоелектроніки

Назва роботи англійською:
Synthesis, structure and properties of new tetrachloric chalcogenides for thermo- and optoelectronics

Реферат українською:
 Методом порошкової рентгенівської дифракції досліджено два ізотермічні перерізи систем
Tl2Se–CdSe–Ge(Sn)Se2 при 570 К. Було підтверджено існування сполуки Tl2CdSnSe4. Вперше проведено
успішний синтез монокристала Tl2CdSnSe4. Вперше встановлено утворення нових почетверенних сполук
Tl2CdGe3Se8 і трьох ізоструктурних халькогенідів Tl2CdGeSe4, Tl2CdSiTe4, Tl2HgSiTe4. Склад Tl2CdGe3Se8
підтверджено SEM та EDS. Визначено кристалічну структуру сполук типу Tl2ВIIDIVX4. Виконано комплексне
експериментальне та теоретичне дослідження електронних властивостей та оптичних констант. Отримані
експериментальні XPS-вимірювання поверхні кристала Tl2CdSnSe4, Tl2HgSnS4 опроміненої Ar+-іонами
середньої енергії, і дані теоретичних розрахунків DFT показують, що, незважаючи на досить небезпечні
складові хімічні елементи, талій і кадмій, поверхня кристала є досить стабільна і в поєднанні з відповідною
шириною забороненої зони робить досліджуваний почетверенний селенід дуже перспективним
напівпровідником для використання в тонкоплівкових сонячних елементах і оптоелектроніці, а також у
високоефективних фотокаталітичних пристроях. Методами фізико-хімічного аналізу проведено
дослідження ряду квазіпотрійних систем типу Tl2Se–Ga(In)2Se3–SnSe2 та побудовано їх ізотермічні перерізи
при 520 К в повному концентраційному інтервалі. Встановлено існування 2 нових сполук Tl2Ga2SnSe6 і
Tl5,6InSn6,7S17,6. Встановлено, що досліджувані кристали є фоточутливими матеріалами, що дозволяє
використовувати дані кристали для розробки фоторезисторів, фотодіодів та інших приладів
оптоелектроніки. Були синтезовані два нових селеніди Tl2Ga2SnSe6 й Tl2Ga2GeSe6. Дослідження НЛО
властивостей третього порядку показали, що генерація третьої гармоніки чутлива для зовнішнього
фотоіндукуючого опромінення. Таким чином, спостерігається рідкісна можливість модулювати
інтенсивність сигналу ГТГ, що дозволяє розглядати ці сполуки як новий тип нелінійно-оптичних лазерних
модуляторів.

Реферат англійською:
 Two isothermal cross-sections of the Tl2Se–CdSe–Ge(Sn)Se2 systems at 570 K were investigated by the X-ray
powder diffraction method. The existence of the compound Tl2CdSnSe4 was confirmed. For the first time, a
successful synthesis of a Tl2CdSnSe4 single crystal was carried out. For the first time, the formation of new
quaternary compounds Tl2CdGe3Se8 and three isostructural chalcogenides Tl2CdGeSe4, Tl2CdSiTe4, Tl2HgSiTe4
was established. The composition of Tl2CdGe3Se8 was confirmed by SEM and EDS. The crystal structure of
compounds of the type Tl2VIIDIVX4 was determined. A comprehensive experimental and theoretical study of
electronic properties and optical constants was performed. The obtained experimental XPS measurements of the
crystal surface of Tl2CdSnSe4, Tl2HgSnS4 irradiated with Ar+ ions of medium energy, and the data of theoretical
DFT calculations show that, despite the rather dangerous component chemical elements, thallium and cadmium,
the crystal surface is quite stable and in combination with the corresponding width of the band gap zones makes
the studied quaternary selenide a very promising semiconductor for use in thin-film solar cells and
optoelectronics, as well as in highly efficient photocatalytic devices. A number of quasi-ternary systems of the
Tl2Se–Ga(In)2Se3–SnSe2 type were studied using the methods of physical and chemical analysis, and their
isothermal sections at 520 K in the full concentration interval were constructed. The existence of 2 new
compounds Tl2Ga2SnSe6 and Tl5,6InSn6,7S17,6 was established. It was established that the investigated crystals
are photosensitive materials, which allows the use of these crystals for the development of photoresistors,



photodiodes and other optoelectronic devices. Two new selenides Tl2Ga2SnSe6 and Tl2Ga2GeSe6 were
synthesized. Studies of NLO properties of the third order have shown that the generation of the third harmonic is
sensitive to external photoinducing irradiation. Thus, there is a rare
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Перелік осіб-виконавців
Замуруєва Оксана Валеріївна
(к. ф.-м. н.)

Кітик Іван Васильович
(д. ф.-м. н.)

Мирончук Галина Леонідівна
(д. ф.-м. н., 01.04.10)

Пясецький Міхал Войцех
(д. ф.-м. н.)

Піскач Людмила Василівна
(к.х.н., 02.00.01)

Хижун Олег Юліанович
(д.ф.-м.н., 01.04.07)

Відповідальний за підготовку
облікових документів

 
Ліповська Наталія Іванівна

Телефон   +38 (050) 675-66-00

Реєстратор  

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності


